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Keksinnon nimitys - Uppfinningens bendmning

Resonaattorirakenteita
Resonatorstrukturer

Tiivistelma - Sammandrag

Keksinté liittyy radioviestintilaitteiden resonaattoriraken-
teisiin. Keksinnon mukaan ainakin yksi resonaattorirakenne
ja ainakin yksi kytkinrakenne on valmistettu samalle sub-
straatille saman prosessin aikana. Témi on erityisen edullis-
ta kiytettiessa siltatyyppisia BAW-resonaattoreita ja mik-
romekaanisia kytkimia, koska samoja prosessivaiheita, joita
kdytetidn siltarakenteiden muodostamiseksi, voidaan kiyt-
tii mikromekaanisen kytkinrakenteen muodostamiseksi.
Kytkinrakenteiden ja resonaattoreiden integroiminen samal-
le substraatille mahdollistaa hyvin kompaktien suodatin- ja
resonaattorirakenteiden  valmistamisen, joita tarvitaan
useampaa jarjestelmdd tukevissa matkaviestintivalineissa.
Keksinnon toisen nikokohdan mukaan hyG6dynnetiin
BAW-resonaattoreiden erityisominaisuutta, nimiftiin ettd
BAW-resonaattorit voidaan integroida substraateille, joita
tavallisesti kaytetizn aktiivisia piireja varten, kuten pii (Si)-
ja galliumarsenidi (GaAs) -pinnoille. Keksinn6n timéin né-
kokohdan mukaan kytkimet toteutetaan transistorirakenteil-
Ia, joissa kaytetaan esimerkiksi MESFET-transistoreita,
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Uppfinningen ansluter sig till resonatorstrukturer i
radiokommunikationsanordningar.  Enligt uppfinningen
tillverkas minst en resonatorstruktur och minst en brytar-
struktur pA samma substrat under samma process. Detta ar
speciellt fordelaktigt di man anvinder BAW-resonatorer av
bryggtyp samt mikromekaniska brytare, eftersom man for
att skapa den mikromekaniska brytarstrukturen kan anvinda
samma processteg som anviands for att skapa bryggstruktu-
rerna. Integreringen av brytarstrukturerna och resonatorerna
pd samma substrat tilliter tillverkning av mycket kompakta
filter- och resonatorstrukturer som behévs for mobila tele-
utrustningar, vilka stoder flera system. Enligt en annan
aspekt av uppfinningen utnyttjar man en speciell egenskap
hos BAW-resonatorema, d v s att BAW-resonatorer kan
integreras pi substrat som vanligen anvinds for aktiva
kretsar, sisom pi ytor av kisel (Si) och galliumarsenid
(GaAs). Enligt uppfinningens denna aspekt utfors brytarna
med transistorstrukturer som anvinder t ex MESFET-tran-
sistorer.
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